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[はじめに]：InGaN 系太陽電池の作製において、ホモ接合型は、GaN/InGaN/GaN ヘテロ構造型に比べ

て、光吸収層を厚くできるので高効率化の点で有利であると考えられる。しかしながら、ホモ接合型

の太陽電池作製のために InGaN 厚膜を成長させると相分離が発生する[1]。著者らは、InGaN の MOVPE

成長において、成長温度を 600℃程度まで低下させることにより膜厚 1 μm程度でも InGaN の相分離が

抑制できること[2]、さらに、そのような低温成長 InGaN でも Mgドーピングによる p型化が可能であ

ること[3]を報告してきた。今回、成長温度 600℃において In組成～0.3の InGaN n
+
-p 構造を成長させ、

光起電力特性を評価したので報告する。 

[実験方法]：横型反応官方式の MOVPE 装置を用いて、InGaN 膜を p-GaN テンプレート上にエピタキ

シャル成長させた。原料には、TMI, TEG および NH3を用いた。図 1に作製した素子の断面模式図を示

す。p および n型のドーパントとして、Mgと Si をそれぞれ用いることによりキャリア濃度 10
17～10

18
 

cm
-3の p-InGaN とキャリア濃度～10

19
 cm

-3の n-InGaN を連続して成長させた。XRD 波形から見積もっ

た In 組成は 0.31 である。Mg の活性化のために、窒素雰囲気中 850℃で 20 秒間の熱処理を行った[3]。

p および n型のオーミック電極には、それぞれ、Ni/Auおよび Auを用いた。 

[実験結果及び考察]：図 2 に暗室下および AM1.5G 照射下での電流密度-電圧特性を示す。この結果か

ら、作製した n
+
-p 接合はリーク電流が少ない比較的良好な接合であることがわかる。さらに光起電力

を確認できるが、開放端電圧 Vocは約 0.7 Vで、In0.31Ga0.69N の禁止帯幅 2.3 eV に比べるとかなり低い。

また、 短絡電流密度 Jscも約 0.2 mA/cm
2とかなり小さい。図 3 に分光感度特性を示す。In0.31Ga0.69Nの

禁止帯幅 2.3 eV に相当する波長 540 nmまで感度を有しており、In0.31Ga0.69N 内部で光キャリアが発生

していることがわかる。 

[まとめ]： p-GaN テンプレート上に InGaN の n
+
-p 接合構造を MOVPE成長させ、光起電力特性を評価

した。光起電力特性としては Voc ⋍ 0.7 V と Jsc ⋍ 0.2 mA/cm
2とかなり低いが、波長 540 nmまでの感度

を確認した。 
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図 1.作製した n
+
-p InGaN      

素子の断面模式図             図 2. 電流密度-電圧特性       図 3 分光感度特性 
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